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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる位相を有する第１および第２クロック信号を生成する粗調整回路と、
　第１クロック信号の位相と第２クロック信号の位相との間の位相を有する第３クロック
信号を生成する微調整回路と、を備え、
　前記微調整回路は、第１クロック信号を受ける複数の第１トランジスタと第２クロック
信号を受ける複数の第２トランジスタとを含み、
　前記微調整回路は、ｍを自然数としｎを２ｍ以下の自然数とするとき、調整コードに基
づき選択された０個以上の第１トランジスタから出力される第１クロック信号と調整コー
ドに基づき選択された０個以上の第２トランジスタから出力される第２クロック信号とを
合成することにより、２ｍ＋ｎステップで第３クロック信号の位相を制御し、
　最も小さなサイズの第１トランジスタは第３クロック信号の位相を１ステップ変えるこ
とを可能とし、最も大きなサイズの第１トランジスタは第３クロック信号の位相を２ｍス
テップより小さいステップ変えることを可能とし、
　最も小さなサイズの第２トランジスタは第３クロック信号の位相を１ステップ変えるこ
とを可能とし、最も大きなサイズの第２トランジスタは第３クロック信号の位相を２ｍス
テップより小さいステップ変えることを可能とすることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　少なくとも２つの第１トランジスタは同じサイズを有し、少なくとも２つの第２トラン
ジスタは同じサイズを有することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記少なくとも２つの第１トランジスタおよび前記少なくとも２つの第２トランジスタ
のそれぞれは、ｋをｍより小さな整数とするとき、第３クロック信号の位相を２ｋステッ
プ変えることを可能とすることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記少なくとも２つの第１トランジスタおよび前記少なくとも２つの第２トランジスタ
のそれぞれは、ｋをｍより小さな整数とするとき、第３クロック信号の位相を２ｋ－１ス
テップ変えることを可能とすることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
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【請求項５】
　前記微調整回路は、第３クロック信号の位相を２ｍ＋１ステップで調整することを特徴
とする請求項１から４のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項６】
　第１トランジスタの数はｍ＋２以上であり、第２トランジスタの数はｍ＋２以上である
ことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項７】
　少なくとも２つの第１トランジスタは最大のサイズを有し、少なくとも２つの第２トラ
ンジスタは最大のサイズを有することを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の半
導体装置。
【請求項８】
　全ての第１トランジスタは同じサイズを有し、全ての第２トランジスタは同じサイズを
有することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項９】
　互いに異なる位相を有する第１および第２クロック信号を生成する粗調整回路と、
　第１クロック信号の位相と第２クロック信号の位相との間の位相を有する第３クロック
信号を生成する微調整回路と、を備え、
　前記微調整回路は、第１クロック信号を受ける複数の第１トランジスタと第２クロック
信号を受ける複数の第２トランジスタとを含み、
　前記微調整回路は、調整コードに基づき選択された０個以上の第１トランジスタから出
力される第１クロック信号と調整コードに基づき選択された０個以上の第２トランジスタ
から出力される第２クロック信号とを合成することにより、複数ステップで第３クロック
信号の位相を制御し、
　少なくとも２つの第１トランジスタのサイズは同じであり、少なくとも２つの第２トラ
ンジスタのサイズは同じであることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　少なくとも２つの第１トランジスタは最大のサイズを有し、少なくとも２つの第２トラ
ンジスタは最大のサイズを有することを特徴とする請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　全ての第１トランジスタは同じサイズを有し、全ての第２トランジスタは同じサイズを
有することを特徴とする請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　第１入力ノードと第１出力ノードと第２出力ノードとを含む粗調整回路と、
　第３出力ノードと複数の第１遅延回路と複数の第２遅延回路とを含む微調整回路と、を
備え、
　第１入力ノードには第１クロック信号が供給され、第１、第２出力ノードにはそれぞれ
第２、第３クロック信号が供給され、第２、第３クロック信号の位相はそれぞれ第１クロ
ック信号の位相からシフトしており、かつ、第２、第３クロック信号の位相は互いに異な
っており、
　複数の第１遅延回路の入力ノードは前記粗調整回路の第１出力ノードに共通に接続され
、複数の第１遅延回路の出力ノードは第３出力ノードに共通に接続され、
　複数の第２遅延回路の入力ノードは前記粗調整回路の第２出力ノードに共通に接続され
、複数の第２遅延回路の出力ノードは第３出力ノードに共通に接続され、
　少なくとも２つの第１遅延回路の位相シフト量は実質的に等しく、少なくとも２つの第
２遅延回路の位相シフト量は実質的に等しいことを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　前記微調整回路は、第１および第２遅延回路から出力されるクロック信号を合わせ、第
３出力ノードにおいて第４クロック信号を生成するよう構成されることを特徴とする請求
項１２に記載の半導体装置。
【請求項１４】
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　各第１遅延回路は対応する制御信号を受け該制御信号に応じて活性化されるよう構成さ
れ、各第２遅延回路は対応する反転制御信号を受け該反転制御信号に応じて活性化される
よう構成されることを特徴とする請求項１３に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　第４クロック信号に合わせて本半導体装置の外部にデータを出力するよう構成されたデ
ータ出力回路をさらに備えることを特徴とする請求項１３または１４に記載の半導体装置
。
【請求項１６】
　前記微調整回路の第１遅延回路は複数の第１インバータ回路を含み、少なくとも２つの
第１インバータ回路のサイズは実質的に等しく、前記微調整回路の第２遅延回路は複数の
第２インバータ回路を含み、少なくとも２つの第２インバータ回路のサイズは実質的に等
しいことを特徴とする請求項１２から１５のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１７】
　各第１インバータ回路のサイズは、対応する第２インバータ回路のサイズと実質的に等
しいことを特徴とする請求項１６に記載の半導体装置。
【請求項１８】
　本半導体装置の外部から外部クロック信号が供給されるクロック入力端子と、
　クロック入力端子と前記粗調整回路との間に設けられ、外部クロック信号に基づき第１
クロック信号を生成するクロック入力回路と、をさらに備えることを特徴とする請求項１
２から１７のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも２つの第１遅延回路の位相シフト量と別の第１遅延回路の位相シフト量
とは異なり、前記少なくとも２つの第２遅延回路の位相シフト量と別の第２遅延回路の位
相シフト量とは異なることを特徴とする請求項１２から１８のいずれかに記載の半導体装
置。
【請求項２０】
　前記別の第１遅延回路の位相シフト量は前記別の第２遅延回路の位相シフト量と実質的
に等しいことを特徴とする請求項１９に記載の半導体装置。
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